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Recenzja wniosku dr Iraidy Demchenko
o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego

Dr Iraida Demchenko ukonczyta 1994 r. studia w Narodowym Uniwersytecie w
Doniecku (Ukraina), gdzie nastgpnie pracowata do roku 2000. W okresie 01.04.2000 —
21.06.2005 byla doktorantka Miedzynarodowego Studium Doktoranckiego w Instytucie
Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prace doktorskg obronita w Instytucie Fizyki w
2005 r. i w tym samym roku zostata tam zatrudniona jako adiunkt. W okresie 21.06.2007 —
01.10.2011 odbyta ponad 4 letni staz podoktorski w University of Nevada Las Vegas i
Lawrence Berkeley National Laboratory w Kaliforni, USA. Po powrocie do Polski
kontynuuje zatrudnienie jako adiunkt w IF PAN.

Dr Demchenko od poczatku pracy w Instytucie Fizyki PAN specjalizuje si¢ w
badaniach materialéow metodami rentgenowskimi z wykorzystaniem promieniowania
synchrotronowego. Dr Demchenko wykorzystuje takie metody jak: XAFS (X-ray absorption
fine structure), XANES (X-ray absorption near edge structure), XES (X-ray emission
spectroscopy), RIXS (Resonant inelastic X-ray scattering), EXAFS (extended X-ray
absorption fine structure) w rozmaitych modach pomiarowych. Wspoétpracuje z europejskimi i
amerykafiskimi laboratoriami synchrotronowymi. Dlatego tez jej osiagniecie habilitacyjne
wigze si¢ z wykorzystaniem promieniowania X ze Zrodel synchrotronowych do badania
lokalnej  struktury atomowej i struktury pasmowej wybranych  materialéw
poétprzewodnikowych.

Dr Iraida Demchenko przedstawita jako osiggniecie, w rozumieniu art. 16 ust. 2
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki, cykl siedmiu publikacji zatytutowany:

»Charakteryzacja elektronowych oraz strukturalnych wlasciwo$ci materialéw o réznym
stopniu uporzadkowania i wymiarowosci badanych dla wybranych pierwiastkéw oraz
orbitali za pomoca spektroskopii promieni X”.

Tytul osiggniecia jest bardzo ogolny, byé moze zbyt ogdlny. Oczywiscie, takie
sformutowanie tytutu odzwierciedla intencje dr Demchenko, by przedstawié¢ mozliwosci
wykorzystania pelnego zakresu energii promieniowania X ze zrédet synchrotronowych, od
migkkiego do twardego, do badania materiatéw pétprzewodnikowych. Zbadanie okreslonych
wlasciwosci takich jak atomowa struktura lokalna, czy struktura pasmowa wigze sie bowiem z
wlasciwym doborem energii promieniowania X.

Na osiggniecie habilitacyjne sktada si¢ 7 prac z okresu 2007-13, po jednej pracy w
Phys. Rev. B. 22010 r. (cytowana 11 razy), J. of Applied Physics z 2009 r. (cytowana 39 razy
— jest to najlepiej cytowana praca dr Demchenko), J. Alloys and Compounds (2011 r., 3
cytowania), J. Physical Chemistry C (2012 r., 7 cytowan), J. Physics C: Condensed Matter
(2007 r., 12 cytowan), Mat. Chem. and Phys. (2012 r., 1 cytowanie), oraz jedna praca
konferencyjna, opublikowana w materiatach konferencyjnych J. of Physics Conf. Series (2013
r., 1 cytowanie). W pieciu pracach dr Demchenko jest pierwsza autorka, w J. Appl. Physics -
czwartg, a w J. Phys. Chem. C - druga. Sze$¢ przedstawionych prac to owoc stazu



podoktorskiego w USA. Praca w J. Phys. C z 2007 r. powstata przed pobytem w USA. Prace
sktadajace si¢ na dorobek habilitacyjny cytowane sa tacznie 74 razy.

Prezentowane osiagnigcie habilitacyjne obejmuje wazne przyktady zastosowan metod
spektroskopowych promieniowania X, wykorzystujacych unikatowe cechy tak zwanych
procesow ,.foton-in” -, .foton-out™, czyli proceséw, w ktérych foton jest zardwno sonda jak i
nosnikiem informacji. Bardzo wazna zaleta tych metod jest mozliwosé zastosowania ich do
badania lokalnej struktury atomowej oraz struktury pasmowej materiatow o wysokim stopniu
nieuporzadkowania sieci krystalicznej, takich jak stopy GaNAs, GalnN, GaMnAs i inne.

W pracy H-1 dr Demchenko skutecznie wykorzystala spektroskopi¢ miekkiego
promieniowania rentgenowskiego (metody XAS i XES) do badania stopéw GaNjAsy —
waznych pétprzewodnikéw o wysokim stopniu nieuporzadkowania strukturalnego. Sa to
pierwsze badania z wykorzystaniem spektroskopii promieniowania rentgenowskiego dla
pelnego zakresu sktadow tych potprzewodnikdéw. Anomalna zaleznos$¢ przerwy energetycznej
od skladu wymagata udzielenia odpowiedzi na pytanie, ruch ktérego pasma jest
odpowiedzialny za obserwowang zaleznos¢. Wkiad dr Demchenko w rozwiazanie
powyzszego problemu polegal na wyznaczeniu struktury elektronowej badanego uktadu
wokoét poziomu Fermiego poprzez potaczenie emisji (XES) i absorpcji (XAS) miekkiego
promieniowania rentgenowskiego oraz na interpretacji uzyskanych wynikéw. Dr Demchenko
przesledzita energi¢ potozenia pasm i hybrydyzacje standw N i As w funkcji sktadu stopu i
pokazata, Zze zmniejszenie przerwy energetycznej dla rosngcej zawartosci As moze byé
przypisane przesuni¢ciu maksimum pasma walencyjnego w kierunku wyzszych energii dla
stopow o zawartosci As x<0.2 oraz przesunig¢ciu minimum pasma przewodnictwa w kierunku
nizszych energii dla stopow o sktadzie x>0.2. Wyniki uzyskane w tej pracy potwierdzaja
obliczenia teoretyczne w modelu ,band anticrossing”, wyjasniajace zmiany energii
wzbronionej stopéw GaN.xAsx W obszarze stopdw bogatych w azot hybrydyzacjg stanéw N i
As i pojawieniem si¢ poziomow rezonansowych ponad wierzchotkiem pasma walencyjnego
(x<0.2) oraz pojawieniem si¢ pasma ponizej dna pasma przewodnictwa dla stopéw bogatych
w As. W zakresie sktadow 0.17<x<0.70 warstwy GaN;.4As, sg amorficzne. Obliczone z widm
XAS wartosci przerwy wzbronionej w tym zakresie skladow okazaty si¢ by¢ o ok. 0.6 eV
WwyZsze niz warto$ci otrzymane w pomiarach absorpcji optycznej. Autorka zwraca uwage, ze
to systematyczne odstgpstwo moze by¢ m.in. wynikiem nieuwzglednienia wigzania migdzy
ekranowang dziura rdzeniowa oraz elektronem przewodnictwa. Ten aspekt brany byt pod
uwage w nastepnych pracach.

Zagadnienie wigzania dziury rdzeniowej z elektronem przewodnictwa byt
dyskutowane w pracy H-2. Szczegétowa analiza widm absorpcyjnych XANES dotyczyta
dwoéch materiatow — czystego InN i stopu Gag 23Ing 77N. Dla obu materialow subtelna struktura
widm absorpcyjnych scisle koreluje z mieszaning stanéw d i s. Gestos¢ koncowych standéw o
symetrii s jest stosunkowo niewielka i roztozona w duzym zakresie energii. W rezultacie
radialny element macierzowy przej$¢ dipolowych dla stanéw s jest o okoto rzgd wielkosci
mniejszy niz dla stanéw d, a gestosé standw koncowych d jest wieksza, oraz skupiona w
niewielkim zakresie energii. W pracy wykazano, ze szacowany wklad stanéw o symetrii s do
widma InN jest okoto 30 razy mniejszy niz stanéw d.

W analizie widm XANES czesto zaniedbywany jest wptyw dziury rdzeniowej w
powloce d metalu, co niejednokrotnie uniemozliwia bezposrednie poréwnanie danych
teoretycznych z eksperymentem. W zwiazku z tym w pracy H-2 przeprowadzono analize
teoretyczng widm XANES z uwzglednieniem lub pomini¢ciem (pelne ekranowanie) dziury
rdzeniowej. Autorka wykorzystata fakt, ze rozktad natezenia w widmie absorpcyjnym w
poblizu krawedzi absorpeji odzwierciedla strukture elektronows, odpowiadajgca stanom



koncowym w pasmie przewodnictwa. Poréwnanie obliczen z krzywa eksperymentalng widm
XANES pokazato, ze uwzglednienie dziury rdzeniowej daje lepsza zgodno$¢ z widmem
doswiadczalnym dla stopu Ga;4InyN, natomiast w przypadku InN nalezy zalozy¢ pelne
ekranowanie dziury rdzeniowej. Dr Demchenko stwierdzita, ze ekranowanie dziury
rdzeniowej w InN jest bardzo skuteczne ze wzgledu na istnienie akumulacyjnej warstwy
elektronéw na powierzchni InN, nieobecnej w przypadku Gag 23Ing 77N.

W pracy H-3 na przykladzie tlenku kadmu zaprezentowano pionierskie prace,
pokazujace mozliwo$¢ wyznaczenia wartosci prostej i skosnej przerwy energetycznej dla
materialow polprzewodnikowych przy uzyciu metody RIXS (Resonant inelastic X-ray
scattering) i XAS ze wzgledu na komplementarno$é¢ tych metod. Szerokosé przerwy
energetycznej w CdO diugo byta sprawa kontrowersyjna. O ile dane literaturowe dotyczace
prostej przerwy energetycznej byly dos$¢ zgodne, w granicach 2.3 - 2.4 eV, to podawane
wartosci doswiadczalne i teoretyczne przerwy skosnej wahaty si¢ w szerokim zakresie od
0.55do 1.9 eV. W pracy H-3 przeprowadzone zostaly pomiary RIXS w celu zbadania przejsé
w roznych punktach strefy Brillouina w CdO i okreslenia wartosci skos$nej przerwy
energetycznej. Bardzo istotnym wkladem dr Demchenko jest opracowanie procedury
wyodrebniania ,,niekoherentnej” czesci sktadowej widma RIXS, ktora zostata wykorzystana
do wzmocnienia widocznosci wptywu sktadowej koherentnej na strukture pasmowa.
Procedura ta wymagata uzycia wysokoenergetycznie wzbudzonego widma z zakresu znacznie
powyzej progu absorpcji jako reprezentanta niekoherentnej emisji promieniowania
rentgenowskiego. Wykazano, ze widma RIXS dla CdO w poblizu progu absorpcji wykazuja
czgsciowe przekrywanie si¢ poczatkowych oraz koficowych stanow elektronowych o
zblizonych £, co skutkuje niekoherentnym wktadem do widma emisyjnego nawet przy niskich
energiach ekscytacji. Opracowana procedura umozliwilta jednoznaczne okreslenie wartosci
skosnej przerwy energetycznej na 0.9 eV, a takze dyspersji pasma walencyjnego w CdO. Tym
samym zalozony cel badan przedstawionych w pracy H-3, jakim bylo wykazanie, ze widmo
RIXS idealnie odzwierciedla pasmowg strukturg¢ potprzewodnika oraz, ze obliczenia ab initio,
wykorzystujace teori¢ funkcjonatu gestosci dobrze odtwarzaja widma eksperymentalne.

W przedstawione] analizie dr Demchenko przemilcza fakt istnienia na powierzchni
CdO akumulacyjnej warstwy elektronow (podobnie jak to ma miejsce w InN) i jej ew.
wplywu na okreslenie warto$ci przerwy energetycznej. Istnienie takiej warstwy byto
wezesniej wykazane np. w pracy L.F.J. Piper, .. Phys. Rev. B77, 125204 (2008), a sama dr
Demchenko potwierdzita to w swojej publikacji w J. Electron Spectr. and Related Phenomena
z 2011 r., nieuwzglednionej w cyklu publikacji przedstawionych jako osiagniecie
habilitacyjne.

Podobne podejscie do przedstawionego w pracy H-3 zostalo uzyte do analizy widm
RIXS dwuchlorku kadmu zmierzonych wokot krawedzi K chloru. Wyrdéznione zostaly dwa
dominujace wktady w widmach RIXS, a mianowicie wkiad rezonansowy oraz ekscytonowy.
Wykazano, ze zaleznosé¢ dyspersyjna ponizej progu absorpcji odpowiada regule Ramana
Stokesa, podczas gdy dyspersja powyzej progu dzieli si¢ na dwie jakosciowo rozne relacje.
Okreslono doswiadczalnie, ze prosta przerwa energetyczna CdCl, w wysoko symetrycznym
punkcie I" wynosi okoto 5,7 £ 0,05 eV. Otrzymana warto$¢ zgadza sie dobrze z szerokoscia
przerwy energetycznej okreslona w badaniach optycznych. Badania przeprowadzone w pracy
H3 byly pierwszymi, w ktérych metoda RIXS zostata wykorzystana do interpretacji struktury
pasmowej zwigzku CdCl,.

Prace H-5 i H-6 dotyczyly bezposredniej oceny zmian struktury pasma przewodnictwa
kropek kwantowych PbS w poréwnaniu do objgtosciowego siarczku olowiu. Zmiana



krawedzi pasma walencyjnego i przewodnictwa jako funkcja wielkosci nanokrysztatu PbS nie
zostata wczesniej zbadana do$wiadczalnie. Dr Demchenko przeprowadzita pomiary widm
XANES dla objetosciowego PbS i kropek kwantowych PbS. Badano przejscia z atomowych
stanow 1s siarki do niezajetych orbitali 3p-o* siarki. Zmierzone w poblizu krawegdzi K siarki
widma odniesiono do widm wzorcowych probek zwigzkoéw PbSO4 i Na,SOs, co pozwolito
stwierdzi¢, Zze na powierzchni PbS siarka wystepuje w postaci kompleksow SO3” i SO4%.
Przesunigcie progu absorpcji o ok. 1.67 ¢V dla kropek kwantowych PbS w strong wyzszych
energii w pordwnaniu z objetosciowym wskazuje na zmniejszenie liczby standéw p siarki w
pasmie przewodnictwa. Zmniejszenie liczby stanéw prowadzi do przejsé o wyzszej energii,
co odzwierciedla zwigkszenie przerwy wzbronionej. Konsekwentnie, takie zmiany mozna
rozumie¢ jako przejaw ograniczania kwantowego w kropkach kwantowych PbS.

Praca H-6 jest uzupelnienim pracy H-5 — materiat eksperymentalny zawarty w H-6 jest
w istocie rzeczy powtdrzeniem pracy H-5, jednakze rozdziat przedstawiajacy symulacje widm
XANES w zaleznosci od promienia kropki kwantowej i sktadu powierzchni jest
wartosciowym wkladem metodologicznym do analizy widm XANES w przypadku obiektow
nanometrycznych. Obliczenia pokazuja, ze zwiekszanie rozmiarow nanokropki PbS prowadzi
do wzrostu liczby nieobsadzonych standéw p siarki, co wzmacnia natgzenie struktury przy
krawedzi absorpcji. Dla promieni klastra wiekszych od 9.4 A nie stwierdzono dalszej
modyfikacji ksztattu widma przykrawedziowego. Wynik ten pokazuje, ze rozmiar nano-
obiektu znajduje swoje odzwierciedlenie w widmach XANES. Przeprowadzone zostaty takze
obliczenia dla klastra o ustalonej $rednicy 3.6 nm dla r6znych liczb nieréwnowaznych pozycji
atoméw S w poblizu obszaru powierzchniowego kropki w celu odtworzenia wkladu
powierzchniowych kompleksow siarki z tlenem w widma XANES nanokropek kwantowych
PbS. Stwierdzono znaczny efekt zmniejszenia natgzenia pierwszego rezonansu i zwigkszenia
stanéw wokoét energii ~2472 eV dla probki z kropkami kwantowymi w pordéwnaniu do
nieobsadzonych stanéw objgtosciowego PbS. Podobna zalezno$¢ jest wyraznie widoczna w
widmach doswiadczalnych, co dowodzi, ze elektronowa struktura nieobsadzonych stanow w
poblizu krawedzi absorpcji jest bardzo wrazliwa nie tylko na efekt rozmiarowy, ale takze
,»widzi” wklad atoméw powierzchniowych do ostatecznego ksztattu widma XANES.

Istnienie na powierzchni kropek kwantowych PbS kompleksow siarki z tlenem bez
watpienia stanowi komplikacje przy analizie widm XANES majacych na celu znalezienie
przesuniecia krawedzi K siarki w wyniku efektéw rozmiarowych. Z tym zagadnieniem dr
Demchenko poradzita sobie bardzo dobrze. Adsorpcja atoméw na powierzchni
nanokrysztalow jest oczywiscie problemem ogdélnym w analizie efektéw rozmiarowych, w
zwigzku z tym praca dr Demchenko stanowi istotny wklad w metodologi¢ analizy widm
XANES dla struktur nanokrystalicznych.

W pracy H-7 przeprowadzo jedne z pierwszych badan przy uzyciu EXAFS (extended
X-ray absorption fine structure) zmian w strukturze lokalnej wokot atomow Mn w warstwach
GaMnAs wywolanych wysokotemperaturowym wygrzewaniem oraz wyznaczono wplyw tych
zmian na wlasciwosci magnetyczne. Wezesniejsze doniesienia literaturowe wskazujg, ze w
strukturach niepoddanych obrébce termicznej atomy Mn zastepuja atomy Ga w matrycy
GaAs natomiast istotne zmiany strukturalne w GaMnAs, obserwowane przy wysokich
temperaturach wygrzewania (ok. 450°C i wyzej), sa najprawdopodobniej wynikiem
wstepnych etapéw wytracania si¢ fazy MnAs. By zweryfikowaé te hipoteze dr Demchenko
przeprowadzita szczegblowe badania EXAFS pojedynczych warstw GagosMngosAs
wygrzewanych w temperaturze 500 and 600°C i wykazata, ze wygrzewanie warstwy w
temperaturze 500°C wprowadza do struktury blendy cynkowej GaMnAs nieporzadek
strukturalny, powodujacy relaksacj¢ naprezenia matrycy od duzego naprezenia Sciskajacego
do znikomo matego. Wygrzewanie w temperaturze 600°C z kolei pozostawia niewielkie



napre¢zenia rozciagajace w matrycy GaAs i doprowadza do utworzenia si¢ heksagonalnych
wytracenn MnAs. Wytracenia te sg ferromagnetyczne i charakteryzujg si¢ temperaturg Curie
rzedu 300 K.

W mojej ocenie ta praca nie dostarcza nowych informacji istotnych dla zrozumienia
struktury stopu GaMnAs przed i po wygrzewaniach termicznych. Informacje dotyczace
struktury GaMnAs (zawartos¢ Mn ~5%) i wihasciwosci magnetycznych po wygrzewaniu
GaMnAs w 500° i 600°C znane byly dzieki pracom np. Moreno i wspoétpracownikow (np.
Phys. Rev. B67, 235206 (2003) z wykorzystaniem wysokorozdzielczej dyfrakcji
rentgenowskiej (HRXRD), opublikowanymi 4-5 lat przed ukazaniem si¢ pracy dr
Demchenko. W tym sensie praca dr Demchenko jest jedynie potwierdzeniem, ze przy
zastosowaniu zaawansowanych technik synchrotronowych mozna otrzymaé te same
informacje strukturalne, co za pomoca HRXRD. Rozumiem jednak, ze intencja dr
Demchenko bylo przedstawienie w osiagnieciu habilitacyjnym mozliwie petnej informacji o
potencjale badawczym metod synchrotronowych w zastosowaniu do materiatow silnie
nieuporzadkowanych i ten cel zostat osiagnigty.

Podsumowujac: w przedstawionym osiggni¢ciu habilitacyjnym zaprezentowano
przyklady efektywnego zastosowania metod synchrotronowych do badania systeméw o
wysokim stopniu nieuporzgdkowania strukturalnego: zastosowanie migkkiej spektroskopii
rentgenowskiej (XANES oraz XES) na przyktadzie [H-1] do zbadania struktury pasmowej
GaNi.xAsy. Na przykladzie systeméw 3d metali przejsciowych (InxGal-xN [H-2]) krawedzi
L3 metalu, przedstawiono wpltyw uwzglednienia dziury rdzeniowej w trakcie interpretacji
widm XANES. Opisano uzytecznos¢ stosowania kombinacji spektroskopii XANES, XES
oraz RIXS do oszacowania prostej/skosnej przerwy energetycznej materialow (na
przykltadach CdO [H-3]Joraz CdCI2 [H-4]). Skuteczno$¢ absorpcyjnej spektroskopii
rentgenowskiej, jako narzedzia do obserwacji efektu kwantowego w koloidalnych
nanoczastkach PbS, zostala zademonstrowana w dwodch pracach H-5 i H-6. W pracy H-7
przedstawiono z kolei przydatnosé spektroskopii EXAFS dla charakteryzacji materialow
spintronicznych na przyktadzie systemu Gal-xMnxAs.

Prace dr Demchenko wpisujg si¢ w jeden z glownych nurtéw badan ukladéw silnie
nieuporzadkowanych, na co wskazuje do$¢ dobra cytowalno$é prac dotyczacych stopow
GaAs z N i Mn. Nie ulega watpliwosci, ze dr Demchenko doskonale opanowata metodologie
pomiaréw synchrotronowych oraz metody teoretycznej analizy wynikow i potrafi z danych
eksperymentalnych wyciagna¢ cenne informacje, dotyczace zar6wno struktury pasmowej, jak
i lokalnej struktury atomowej oraz wytracen nanokrystalicznych innej fazy. Wkiad dr
Demchenko w rozwoj metodologii analizy danych spektroskopowych widm promieniowania
X jest znaczacy i przyczynia si¢ do glebszego zrozumienia struktury pasmowej uktadow
nieuporzadkowanych i analizy powierzchni obiektow nanometrycznych.

Na dorobek naukowy dr Demchenko sktadaja si¢ tacznie 34 prace opublikowane w
czasopismach z bazy JCR (20 po doktoracie), 12 raportow przygotowanych dla laboratoriow
synchrotronowych i ponad 80 prezentacji konferencyjnych.

Bibliometryczne wskazniki wedtug bazy ,,Web of Science™:
liczba cytowan publikacji wedlug bazy Web of Science (WoS) — 224, (bez autocytowan —
207), indeks Hirscha — 9 Indeksy bibiometryczne mozna uzna¢ za satysfakcjonujace.

Dr Demchenko jest wspolautorka rozdziatu p.t. "Absorpcyjna spektroskopia
rentgenowska" w przegladowym skrypcie zatytulowanym "Spektroskopia promieniowania



synchrotronowego oraz badania strukturalne" pod redakcja B. J. Kowalskiego, W.
Paszkowicza i E. A Gorlicha.

Wspotautorzy cyklu publikacji przedstawionych jako osiggnig¢cie habilitacyjne zlozyli
o$wiadczenia dotyczace ich wktadu w dana prace. Z o$wiadczen wynika wiodacy wktad dr
Demchenko w badania eksperymentalne i analizg teoretyczng wynikéw otrzymanych dzigki
zastosowaniu catej gamy komplementarnych metod spektroskopowych z uzyciem
promienieniowania X ze Zrodel synchrotronowych. Autorka sama okresla swoj wkiad na
~70% w pracach z przewagg badan synchrotronowych i 30-40% w przypadku prac o
szerszym zakresie badan eksperymentalnych.

Dziatalnos¢ organizacyjna i dydaktyczna

Po powrocie ze stazu podoktorskiego w Stanach Zjednoczonych (01.10.2011 r.), dr
Iraida Demchenko zostata kierownikiem grupy SL1.2 w IF PAN i sprawowala te funkcj¢ do
jesieni 2014 roku. Od roku 2012 do chwili obecnej jest kierownikiem tematu statutowego p.t.
"Charakteryzacja nowych materialow nieorganicznych i organicznych: uporzgdkowanie
atomowe, wigzania chemiczne i skiad pierwiastkowy". Obecnie kontynuuje niektore projekty
naukowe, ktore sa czescig habilitacji, z naciskiem na wykorzystanie spektroskopii
rentgenowskiej jako dominujacej techniki do badan materiatow.

Dorobek edukacyjny dr I. Demchenko - wktad w ksztatcenie mtodych kadr wiaze si¢
przede wszystkim z pierwszym okresem aktywnosci zawodowej - pracy na Uniwersytecie w
Doniecku w latach 1995-2000. Po doktoracie w IF PAN jej aktywnos¢ dydaktyczna skupiata
sie na uczestnictwie w organizacji mi¢gdzynarodowych i krajowych warsztatow naukowych,
ktére bez watpienia posiadajg istotny walor edukacyjny. Dr Demchenko ma takze drobny
wklad w dzialalno$¢ popularyzatorska (Festiwal Nauki w 2004 r.). Wygtosita kilka
seminariow w IF PAN. Organizuje seminarium naukowe w SL1, a od 2012 roku jest rOwniez
opiekunem naukowym jednego doktoranta. Zwazywszy specyfike pracy w instytucie PAN
uwazam, ze warunek prowadzenia dzialtalnosci edukacyjnej, jest spetniony, cho¢ nie jest
imponujacy.

Dr Demchenko skutecznie zdobywa $rodki finansowe na kierowanie projektami
badawczymi realizowanymi w centrach synchrotronowych: w DESY (BESSY), Lund, ALBA,
a takze w USA. Z projektow aktualnie realizowanych w Polsce wskazata projekt EAgLE, w
ktorym kieruje pakietem nr 2.

Podsumowujac, uwazam, ze osiggni¢cie naukowe przedstawione przez dr Iraide
Demchenko stanowi cenny wklad w rozumienie wiasciwosci silnie nieuporzgdkowanych
stopdw polprzewodnikowych oraz w rozwdj metodologii badan i analizy teoretycznej
ukladéw nieuporzadkowanych z wykorzystaniem promieniowania X ze zrddet
synchrotronowych. Osiagnigcie naukowe, catkowity dorobek naukowy po doktoracie oraz
dorobek organizacyjny i dydaktyczny dr Iraidy Demchenko w pelni wypelniaja warunki
ustawowe wymagane do nadania stopnia doktora habilitowanego.

Warszawa, 18.12. 2015 r. prof. dr hab. Adrian Kozanecki



